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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@) Halbleiterdruckwandleranordnung 

Halbleiterdruckwandleranordnung zur Messung von Abso- 
lut- Oder Differenzdruck mit einem Halbleiterdruckwandler, 
dessen eiektrische Anschluflleiter durch einen Leiterrahmen 
* mit mindestens zwei ^uderen Anschtussen realisiert sind und 
der druckdicht in einem Kunststoffgehause angeordnet ist, 
das aus einem oberen und einem unteren Deckelteii und aus 
unterhalb und oberhalb des Leiterrahmens sich erstrecken- 
den, gegenubertiegenden Rahmen. an denen die Deckelteile 
druckdicht befestigt sind, besteht. (32 00 448) 
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• HalbleiterdjriiclcwandlerstnordJiung 
mit exnem, einen Hohlraum auf we is end en Gehause, 
mit einem aus einem aixf* einer Tragerplatte vakuumdicht 
beTestigten Membranteil mit einer Membiran mit einer 
erst en und einer zweiten Hauptflache bestebenden Halb- 
leiterdruckwandler innerhalb des Gehauses, wobei der 
Membranteil auf der Tragerplatte so befestigt ist, daXi 
zwischen der zweiten Hauptflacbe und der Tragerplatte 
eine Kammer gebildet ist xind 

mit den Halbleiterdruckwaindler kontaktierenden An- 
s cbluBl eit ern , 

dadurch gekennzeictmet , daft die Anschluftleit er (19, 21) 
durch einen Leit errahmen (23 ) mit mindestens zwei aufteren 
Anschliissen (59) realisiert sind, daft die Tragerplatte (5) 
auf einer ira Zentrxim des Leit errahmens liegenden, mit 
einer f ensterartigen Offnung (2?) versehenen Trager- 
flache (25) befestigt ist, 

daft durch einen mehrteiligen Gehauseauf bau zwei von- 
einander getrennte Hohlraurae (33,35) im Gehause gebildet 
sind, derart, daft unterhalb xmd oberhalb des Leiterralimens 
einander gegeniiberliegende , den Halbleiterdruckwandler (1) 
umgebende Rabmen (37, 39) aus einem elektrisch isolieren- 
den Material druckdicht befestigt sind und 
daft an diesen Rahmen jeweils ein erster und ein 
zweiter Deckelteil (29, 31) druckdicht befestigt sind, 
wovon mindestens der erste, dem Membranteil (3) gegeniiber- 
liegende Deckelteil (29) einen Anschluftstutzen (4l) 
mit einer Bohrung (43) aufweist. 
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2, Halbleiterdruckwandleranordnxmg 

ach Anspruch 1 zur Messxing eines Absolutdruckes , 
dadurch gekennzeichnet , dali die erste Hauptflache (ll) 
der Membran (7) des Halbleiterdruclcwandlers (l) an den 
durch den ersten Deckelteil (29) mit dem AnschluB- 
stutzen (^1) begrenzten Hohlraum (33) angrenzt \md 
des sen Kammer (9) evakuiert iind vakrnimdicht ver- 
schlossen ist. 

3^ Halbleiterdruckwandleranordnung 
nach Anspruch 1 zixr Messung eines Dif f er enzdruckes , 
dadurch jgekennzeicbnet , daB die erst e t iHauptf lache ( 1 1 ) 
der Membran (7) an den durch den ersten Deckelteil (29) 
begrenzten Hohlraum (33) angrenzt xund dessen Kammer (9) 
iiber die f enst erartige Offnung (27) in der Trager- 
riache (25) des Leit errahmens (23) und iiber eine mit 
der Offnung in der Tragerflache fluchtende Offnung (49) 
in der Tragerplatte (5) mit dem durch den zweiten, 
eine Offnung aufweisenden Deckelteil (31) begrenzten 
Hohlraum (35) in Verbindvang steht, wobei zwischen dem 
Leiterrahmen und den den Halbleiterdruckwandler (1) um- 
gebeiiien Rahmen (37, 39) mindestens eine druckabsperrende 
Folie (51, 53) Oder diinne Platte befestigt ist (sind) , 
die eine mit der f enst erartigen Offnung in der Trager- 
flache und der Offnung in der Tragerplatte fluchtende 
Offnung(en) (55, 57) aufweist (aufweisen). 

4^ Halbleiter^druckwandleranordnung 
nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet , dafi die Offnung im scweiten 
Deckelteil (31) als Anschlufistutzen {k3) mit einer 
Bohrung (^7) ausgebildet ist. 
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5* Halblext ex'dar\iclcwaxidler'anojrcLa\mg 

nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet , dafi das Gehause (Deckelteile 
\md Rahmen) aus Kunststoff besteht, 

5 

6 • Halbl eit er*druckwandl er-anordniing 

nach Anspruch 5 » 

dadxirch gekennzeichnet , dali die Deckelteile (29, 31), 
die Rahmen (37i 39) und d^r Leiterrahxnen (23) miteinander 
10 verklebt sind. 

7* Halbl eit erdaruckwandl eirano IT dnung 

nach Anspruch 5 9 

dadurch gekennzeichnet , daB die Deckelteile (29i 31) » 
15 die Rahmen (37i 39) und der Leiterrahmen (23) miteinander 
verschweiflt sind. 
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8 . Halbl eit erdruckwandl er anordniang 

nach Anspruch 5 « 

dadurch gekennzeichnet , daB die Rahmen (37 und 39) 
einteilig miteinander verbunden durch Umpressen oder Um- 
spritzen des Leiterrahmens (23) hergestellt sind. 

9V Halbl eit erdruckwandleranordnung 

nach Anspruch 3» 

dadurch gekennzeichnet , daB die Folie(n) (51, 53) selbst- 
klebend auf dem Leiterrahmen (23) beTestigt ist (sind)- 

10. Halbleiterdruck-wandleranordnvuig 
nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet ^ daB die Deckelteile ( 29 1 31) 
im Bereich ihrer Auf lagef lache auf die Rahmen ( 37 » 39) 
je eine Stufe (69) aufweisen, die in die Rahmen einpaB- 
bar ist. 
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^ ^ ^ Halbleit erdruclcwandleranordnxing 

nach Anspruch 1, 

dadirrch geRennzeichnet , dali mindestens einer der Hohl- 
raume (33, 35) im Gehause mit einer den Halbleiter- 
druckwandler (l) vor aggressiven Medien schutzenden, 
nicht druckabsperrenden Substanz ausgefullt ist (sind). 

^2. Halbleiterdruckvrandleranordntmg 
nach Anspruch 11, 

dadurch g;elcennzeichnet , daB die schUtzende Substanz 
ein Silicongel ist. 
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PHILIPS PATENTVERWALTUNG GMBH 
"Halbleiterdruckwandleranordnung" 
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Die Erfindung bezieht sich auf* eine Halblelterdruck- 
wandleranordnung mit elnem, einen Hohlrarim auf weisenden 
Gehause, mxt elnem aus einem auf. einer Tragerplatte 
vakuTimdicht befestigten Membranteil mit einer Membran 

5 mit einer ersten xind einer zweiten Hauptflache bestehenden 
Halbleiterdruckwandler innerhalb des Gehauses, wobei der 
Membranteil auf der Tragerplatte so befestigt ist, dafl 
zwiscben der zweiten Hauptflache nnd der Tragerplatte 
eine Kammer gebildet ist vmdL rait den Halbleit erdrviclc- 

10 wandler kontaktierenden AnschluBleitern. 

Bekannte Halbleiterdruckwandler mit einer Membran aus z.B. 
einkristallinem Silicium sind so auf gebaut , daB eine 
WiderstandsmeBbriicke (Wbeat stone ' sche Briicke) als Druck- 
15 meBeinheit in der ersten Hauptflache des Membranteils z,B« 
durcb DifTusion Oder lonenimplant ation ausgebildet ist, 
deren Widerstandswerte in Abhangigkeit von den dxxrcli auf den 
druckempfindlichen Membranteil einwirkenden Druck auf- 
tretenden Dehnimgen variieren. 

20 

Messxingen von Druck vmd Kraft gewinnen zxinebmend an Be- 
deutiing* Es ist daher im Hinblick auf GroBserienf erti- 
gungen wunschenswert , Halbleit erdruckwandleranordnungen 
so rationell wie mbglich zu fertigen. 

25 

Fiir Halbleitet^druckwandler der beschriebenen Art sind 
derzeit erst Gehause bekannt, die aufgrund der fiir sie 
verwendeten Werkstoffe - Metall oder Ktmststoff gemeinsam 
mit Metall \xnd Glas oder Keramik (vgl. z,B. Electronics 
30 November 6, 1980» Seite II6) - einen hohen Auf wand 
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bei ihrer Herstellung erfordern, aus diesem Grimd 
also kost enaufvrendig sind. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde , exn Gehause 
5 fiir Halbleiterdruckwandler zu schaffen, das besonders 
fur eine automat is iert e Grofiserienf ertigung geeignet 
ist, das es ermoglicht, die elektriscbe Kontaktierung 
des Halbleiterdruckwandlers auf fiir eine Automat is ierung 
besonders geeignete Weise zu erreicben und das ohne 
10 aufwendige Abwandlungen fur unterschiedliche Typen von 
Druckwandleranordnungen, z.B. sowohl fur die Messung 
von Absolutdruck als auch fiir die Messung von Differenz- 
druck, gleichermaflen verwendet werden kann. 

15 Diese Aufgabe wird erf xndiingsgemaB dadurch gelost, dafi 
die AnschluISleiter durch einen Leiterrahmen mit minde- 
stens zwei aufieren Anschlusaen realisiert sind, daB die 
Tragerplatte auf einer im Zentrum des Leit errahinens 
liegenden, mit einer f ensterartigen Offnung versehenen 

20 Tragerflache befestigt ist, dafi durch einen mehrteiligen 
Gehauseaufbau zwei voneinander getrennte Hohlraume im 
Gehause gebildet sind, derart, daB unterhalb und ober- 
halb des Leiterrahmens einander gegeniiberliegende . den 
Halbleiterdruckwandler umgebende Ralunen aus einem elek- 

25 trisch isolierenden Material druckdicht befestigt sind 
und daB an diesen Rahmen jeweils ein erster und ein 
zweiter Deckel teil druckdicht befestigt sind, wovon 
mindestens der erste, dem Membranteil gegeniiberliegende 
Deckelteil einen AnschluBstutzen mit einer Bohrung 

30 aufweist. 

Nach einer vort eilhaf ten Weit erbildung der Erfindung 
ist eine Halbleit erdruckwandleranordnung zur Messung 
eines Absolutdruckes dadurch gekennzeichnet , daB die 
35 erste Hauptflache des Membranteils des Halbleiter- 
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druckwaixdlers an den durch den ersten Deckeltell mit 
dem AnscKluBstutzen begrenzten Hohlravun angrenz-t und 
dessen Keunmer evakuiert xand valcu-iiradxcht vejrschlossen 
ist • 

5 

Nach elner weiteren vort exlhaft en Ausbildung der Erfln- 
dixng ist eine Halbleiter druckwandleranordnung zur 
Messung eines Dif f erenzdruclces dadurcb gelcennzeicbnel: , 
daB die erste Hauptflache des Membranteils an den durch 

10 den ersten Deckelteil begrenzten Hohlranm angrenzt und 
dessen Kammer iiber die f enst erartige Offnvmg in der 
Tragerflache des Leiterrahmens und iiber eine rait der 
Offnxing in der Tragerflaobe Tluchtende Offnimg in der 
Tragerplatte mit dem durch den zweiten, eine Offnung 

15 aufweisenden Deckelteil begrenzten Hohlraxim in Verbin- 
dxing steht, wobei zwischen dem Leiterrahmen und den den 
Halbleiterdruckwandler umgebenden Rahmen mindestens eine 
druckabsperrende Folie oder diinne Platte befestigt ist(sind), 
die mit der fensterartigen Offnung in der Tragerflache und 

20 eine der Offn\mg in der Tragerplatte fluchtende Offnung (en) 
auTweist { aurweisen) • 

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen ins- 
besondere 'darin, daB der Aufbau des Gehauses fiir den 
25 Halbleiterdruckwandler und die Art der gewahlten An- 
schluBleiter automat isierxingsfreundlich, d.h. auBer- 
ordentlich gut fur eine automatisiert e GroBserienf ert i- 
gung geeignet sind und damit zu kost engunst igen Bau- 
el em en ten fiihren, 

30 

Anhand der Zeichnung werden Ausf uhrungsbeispiele der 
Eirfindting beschrieben und in ihrer Wirkxmgsweise er- 
lautert • 
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Es zeigen 



Fig. 1 Schnitt durch eine Halbleit erdruckwandler- 

anordnung z\xr Absolutdiruckmessiong , 

Fig. 2 Sclxnitt durch eine Halbleit erdruckwandler- 

anoirdnting zur Dif f er enzdruckmessung , 

Fig. 3 Draursicht auf eixie zur elektrischen Kontak- 

tierung mehrerer Halbleit erdriackwandler vor- 
gesehene Leiten-abmenf olge , 

Fig. k Draufsicht auf einen Leit errahmen mit einem 

Halbleit erdruckwandler tind einer integrierten 
Schalttmg. 

In Fig. 1 ist im Schnitt ein Gehause fur einen Halblexter- 
druckwandler 1 dargestellt ; der Halbleit erdruckwandler 1 
besteht aus einem Membranteil 3 und einer vakuumdicht 
mit dem Membranteil 3 verbundenen Tragerplatte 5- Der 
Membranteil 3 ist bei dem hier dargestellt en Beispiel 
aus einer einkrist allinen Siliciumscheibe hergestellt, 
die in ihrem als Membran 7 wirkenden Mittelteil auf eine 
Dicke von etwa 10 ^um ausgeatzt wurde. Die vakuiundichte 
Verbindxing zvrischen dem dicken Randbereich des Membran- 
teils 3 und der Tragerplatte 5 kann durch Zusammem- 
schmelzen mit einem niedrig schmelzenden Glas erfolgen. 
Die Kammer 9 wird wahrend des Zusammenschmelzprozesses 
evakuiert. In der ersten Hauptflache 11 der Membran 7 
ist eine nicht dargestellte Wider standsmefibriicke 
(Wheatstone* sche Brucke) als DehnungsmeHeinheit durch 
Diffusion ausgebildet, die iiber durch z.B. Ultraschall 
befestigte Kont aktdraht e 15 und 17 mit Anschlufileitem 19 
und 21 eines Lei t errahmens 23 elektrisch verbunden 



PHD 82-001 

-fl - 

xst • Die Tragerplatte 5 ist axxf einer im Zentrum des 
Leit errahmens 23 liegenden, mit einer f ensterartigen 
Offnung 27 versehenen Tragerflache 25 fast angebracht, 
beispieXsweise durch Kleben. Um im Zusammenwirlcen mit 
einem ersten Deckelteil 29 und einem zweiten Deckelteil 
31 zwei durch den Leiterrahmen 23 rait dem auf ilim ange- 
bracliten Halbleiterdruckwemdler 1 voneinander getreimte 
Holilraume 33 und 35 schaffen, sind mit dem Leiter- 

rahmen 23 einerseits und den Deckelteilen 29 xind Jl 
andererseits je ein Rahmen 37 und 39 druckdicht verbunden, 
bexspielsweise durch Kleben. In diesem Fall eignet sich 
als Material fiir die Deckelteile 29 und 3I und fiir die 
Rahmen 37 und 39 ein duroplastischer Kunststoff , z. B. 
Epoxidharz, Die Rahmen 37 und 39 konnen jedoch auch 
gleichzeitig durch einen Spritzpreliprozeft hergestellt 
und dabei mit dem Leiterrahmen 23 verbunden werden, 
wenn als Material fiir den Rahmen ein thermoplastischer 
Kunst stoff, z«B« Polyvinylcarbazol , verwendet wird. Auch 
bei Venyendung eines duroplastischen Kunststoffes wie 
Bpoxidharz konnen die beiden Rahmen 37 und 39 gleich- 
zeitig durch einen Prefiprozeli hergestellt und dabei 
mit dem Leiterrahmen 23 verbunden werden. Das Spritz- 
pressen und das Pressen der Rahmen 37 und 39 um 

den Leiterrahmen 23 Tuhrt zu besonders dichten Ver- 
bindungen. Die Deckelteile 29 und 3I k<5nnen ebenfalls 
aus einem thermoplastischen Kunststoff hergestellt 
vrerden; sie konnen dsmn mit den Rahmen 37 und 39 dxxrch 
Verschweifien verbimden werden. Der erste Deckelteil 29 
hat einen mit einer Bohrung 4 3 versehenen Anschlufi- 
stutzen ^1, uber den, beispielsweise durch Uberstulpen 
eines nicht dargest ellten Anschlulischlauches , die Membran 
7 mit Druck beaufschlagt wird. In dem hier dargest ell ten 
Beispiel wird ein Absolutdruck gemessen, der Membran- 
teil 3 wirkt zusammen mit der evakuierten Kammer 9 
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und dor Tragcrpiatt e 5 als Druckmefldose . 

Soil ein Dif f ererizdjruck gemessen werden, wird die Halb- 
leiterdruckwandleranordnung (Fig. 2) so ausgebildet, 
dafi die erste Hauptflache 11 der Membran 7 und die 
zweite Hauptflache 13 der Membran 7 unterschiedlichen 
Drucken aussetzbar sind. Die erste Hauptflache 11 der 
Membran 7 ist dabei iiber den Anschlufistutzen 41 dem einen 
Druck, die zweite Hauptflache 13 der Membran 7 ist 
iiber einen im zweiten Deckelteil 3^ angebrachten Anschlufi- 
stutzen k3 mit einer Bbhrung k7 dem anderen Druck 
aussetzbar. Zu diesem Zweck ist die Kammer 9 des Halb- 
leiterdrxickwandlers 1 iiber eine f ensterartige Offntmg 27 
in der Tragerflache 25 des Leiterrahmens 23 und iiber 
eine mit der Offnung 27 Tluchtende Offnxing ^9 in der 
Tragerplatte 5 gedffnet. Um sicberzustellen, da0 die 
Medien, der en Driacke zu vergleichen sind, auf die erste 
imd die zweite Hauptflache 11 und 13 der Membran 7 
gelangen und nicbt iiber Schlitze im Leiterrahmen 23 
entweichen, ist zwischen dem Leiterrahmen 23 und minde- 
stens einem der den Halbleiterdruckwandler 1 umgebenden 
Rahmen 37 und/oder 39 mindestens eine druckabsperrende 
Folie 51 und/oder 53, z.B. aus Polyimid, Oder mindestens 
eine diinne Platte druckdicbt befestigt, die mit der 
fensterartigen Offnung 27 in der Tragerflache 25 und 
der Of fnung ^9 in der Tragerplatte 5 fluchtende 
Offnungen 55 und 57 aufweisen. 

Ein Differ enzdruck kann auch z.B. der Refer enzdruck eines 
zu messenden Mediums zum atmospharischen Druck sein. 
Zu diesem Zweck wird eine Anordnung, wie in Fig. 2. 
dargestellt, eingesetzt, jedoch braucht der zweite 
Deckelteil 31 keinen AnachluBstutzen, sondern er muB 
nur eine Of fnung aufweisen, die die zweite Hauptflache 13 
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der Membran 7 dem atinospharischen Druck zuganglxch 
macht. Dxese Ausfiihrungsf orm ist zeichnerisch nicht 
dargest ellt . 

Um zu verhindern, daB die Mefieinheit in Form der Wider- 
standsmefibrticke auf dem Halbleiterdruckwandler be- 
schadigt wird, falls der Druck aggressiver Medien ge- 
messen werden soil, kaim der Hohlraum 33 mit einer schiitz 
den druckabsperrenden Substanz, z.B. Silicongel, 

ausgefiillt sein* 

In Fig. 3 ist eine zur elektrischen Kontakt ierixng 
mehnerer Halbleiterdruckwandler vorgesehene Leit errahraen- 
folge in Draufsicht dargestellt, die auf eine sehr 
rationelle automatisiert e Verarbeitung ausgelegt ist. 
Die Tragerf lachen 25 weisen Offntmgen 2? auf, die zum 
£insatz kommen, vrenn der auf ihr befestigte Halb- 
leiterdruckwandler fiir die Messung eines Differenz- oder 
Refer enzdruckes eingesetzt werden soil. Fiir jeweils 
einen Leiterrahmen 23 sind jeweils sechs Anschlulileit er 
19, 21 vorgesehen, deren aufiere Anschliisse 59 inter- 
digital versetzt angeordnet sind, wai^ zu Material- 
ersparnis ftthrt. 

Fiir den elektrischen AuBenanschluB des Halbleiterdruck- 
wandlers allein war en zwei aufiere Anschliisse ausreichend, 
es kaxin aber erforderlich sein, fiir andere Zwecke 
weitere auliere Anschliisse zur Verfiigxmg zu haben; aus 
diesem Grund ist ein Leiterrahmen mit sechs aulieren 
Anschliissen vorgesehen. 

Die Tragerflachen 25 der Leiterrahmen 23 liegen auf 
einer gemeinsamen Mittellinie, sind also nicht gegen- 
einemder versetzt; auf diese Weise sind Halbleiterdruck- 
wandler auf den Tragerflachen 25 unkompliziert in ein em 
automat isiert en ProzeB anzubringen. 

Die innerhalb des Gehauses liegenden Telle 6I der 
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Anschluftleiter 19, 21 sind mit Riicksicht auf eine gut 
automatisier bare Drahtkontaktierung zwischen dem 
Halbleiterdruckwandler 1 uxid den Anschlufileitern 19 » 
21 ebenfalls in einer Ebene angeoardnet, sie folgen 

5 also nicht der vearsetzten Anordnxmg der aufleren An- 
schliisse. Die Leit errahmenf olge von Leit errahmen 23 
ist im Rahmen eines Bandes durch Seit enstreif en 63 ge- 
halten, in denen Loctier 65 vorgesehen sind, in die 
z.B. Stifte zum automat ischen Transport des Bandes 

10 imd auch zur Positionierung der einzelnen Leiterrahmen 
eingreifen konnen. 

In Fig. 4 ist in Draufsicht ein Leiterrahmen 23 darge- 
stellt, auf dessen Tragerriache 25 neben einem Halb- 

15 leiterdruckwandler 1 eine integrierte Schaltung 6? 

angebracht ist, die rait dem Halbleiterdruckwandler 1 
elektrisch z.B. iiber AnschluBdraht e verbunden ist und 
beispielsweise zur Spannungsstabilisierung und zur 
Temperaturkompensation dient und die elektrischen Aus- 

20 gangsgroBen des Halbleiterdruckwandlers 1 weiterver- 
arbeitet • 

Ein Beispiel fiir die Anwendung der vorliegenden Halb- 
leiterdruckwandler anordntxng sind DruckmeBfiililer fiir 
25 Kraftf ahrzeuge zur Luf tdruckmessung in der Luftansaug- 
leitxmg. 
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I Halbleiterdruckwandler 
3 Membrant ell 

5 Tragerplatte 

7 MembiraxL 

9 Kammeir 

II erste Hauptflache der Membran 
13 zweite Haupt£lache der Membran 

Kontalctdraht 

17/ 

V AnschluBleiter 
21 J 

23 Leiterrabmen 

25 Tragerf lacbe 

27 Offnung xn 25 

29 erster Deckeltell 

31 zweiter Deckeltell 

^^1 Hoblraum 

\ Rabmen 
39 ) 

kl AnscblxiXistutzen In 29 

43 Bobrung In 4l 

45 AnscbluBstutzen In 3^ 

47 Bobrung In 45 

49 Of£nung In 5 

druckabsperrende Folle 

53j 

55 Offnung in 5I 

57 Offnung in 5 3 
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59 auftere Ans chilis se von I9 , 21 

61 Teil von 19, 21 

63 Seit enstreif en 

65 Loch in 63 

67 integrierte Schaltung 

69 Stufe ±n 29, 31 
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